
イオン注入歪み緩和法を用いて形成した 

Si/Si1-xCx/Si(001)構造の結晶性評価 

Structure analysis of Si/Si1-xCx/Si(001) formed using ion implantation strain relaxation method 
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MOS デバイスの性能向上を実現するために正孔移動度の向上は必要不可欠である。我々は圧縮

歪み Si により高正孔移動度を得られる可能性に着目し、Si1-xCx層を歪み緩和バッファー層とする

圧縮歪み Si の結晶成長と欠陥構造に関する研究を行っている。これまでに、正孔移動度が向上す

ることを確認しているが、チャネル部の結晶性が悪く、その改善による更なる移動度の向上を目

指している。本研究では、Si1-XCX層の歪み緩和を促進させるイオン注入歪み緩和法を用いた場合

に結晶性にどのような特徴が現れるかを調べた。 

Si(001)基板上への Si1-xCx層の結晶成長を、ガスソース分子線エピタキシー（GSMBE）法を用い

て行った。原料ガスとしてジシラン・トリメチルシランを使用した。二種類(A,B)の試料を用意し、

B の試料には歪み緩和を促進するため、成長前の基板にアルゴンイオンを注入した。結晶欠陥を

TEM(明視野と暗視野)を使い観察した。 

Fig. 1 に試料 A の TEM 像を示す。(a),(b)どちらも表面付近に欠陥が多いことがわかる。Fig. 2 に

試料 B の TEM 像を示す。(a),(b)ともに Si1-xCx層と Si 基板との界面付近に欠陥が多い。このこと

から、イオン注入歪み緩和法を用いることにより、歪み緩和過程における欠陥形成過程に違いが

現れたことがわかる。なお、X 線逆格子マッピングの結果から、イオン注入歪み緩和法により臨

界膜厚が減少したことを確認している。 
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Fig. 1 TEM images of un-implanted sample 
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Fig. 2 TEM images of ion implanted sample 
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